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 研究の目標・概要  

１．共同研究の主旨 
 本研究代表者が発明し原理的に１Tbit/inch2以上の記録密度を達成できることを明らかに
している SNDM 強誘電体プローブメモリを，情報記録再生装置に関して多大のノウハウを有する
企業と共同して実用化するための研究を行う． 
 
２．目標 
○シングルプローブＳＮＤＭ記録再生装置による１Tbit/inch2以上の実記録と再生． 
○データ書き込み速度１Gbit/sec の達成． 
○MEMS ヘッドを用いたマルチプローブ SNDM 強誘電体記録再生装置の完成． 
 
３．内容 
次世代超高密度情報記録再生装置として， SNDM 強誘電体プローブメモリを取り上げ，これ
を実用化するための研究を行う．基礎的な研究を東北大学で行いそれをもとにパイオニア㈱で
実用化の研究を行いその結果をまた東北大学にフィードバックするといった手法で有機的に結
びついた研究開発を行う． 
 
４．共同研究体制 
まず，基本的なＳＮＤＭ記録再生装置と単結晶媒体の開発，ナノドメインスイッチング特性
の解明等基礎的なところは東北大学で行い，実用化に必要な薄膜記録媒体の研究，システム設
計，及び MEMS ヘッドの研究開発をパイオニア㈱で行う．それらの成果を東北大学において統合
することにより目的の SNDM 強誘電体記録再生装置の完成という成果を得る． 

 

 

 研究開発の現状等 
 

 

現在情報記録再生装置として最も広く使用されている磁気記録の記録密度は近い将来理論限
界に達すると考えられポスト磁気記録としてプローブ顕微鏡技術を応用した記録再生方法が提
案されている．具体的にはポリマーに熱で刻印する IBMのヤスデもどきやその他相変化媒体に
書き込む方法等があるが，ここで提案する SNDM 強誘電体プローブメモリは純電気的に記録再生
できるため高速でしかも最も高密度である． 

 

 

 研究進展・成果がもたらす利点 
 

 

本 SNDM 強誘電体プローブメモリは純国産の技術であり他国に特許実施権等で束縛を受ける
恐れもなく次世代超高密度メモリ技術で他国をリードできる位置にある． 
本研究の進展により１Tbit/inch２をはるかに超える記録密度を持つ情報記録技術が現実の
ものとなるが，この成果は次世代超高密度記録の基盤技術に（たとえばピックアップの制御技
術ひとつをとっても）大きな影響を与えるものであり，また超小型で大容量の記録装置はコン
ピュータ技術・家庭用ホームサーバ等の情報蓄積技術へ応用されるなど多面的に使用されると
考えられ，その効果は多大であると考えられる． 
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